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@ Verfahren zur Herstellung einer hybriden Halbleiterstruktur und nach dem Verfahren hergestellte 
Halbleiterstruktur 

(§7) Es wird ein Verfahren zur Herstellung einer hybriden 
Halbleiterstruktur und eine nach dem Verfahren hergestellte 
hybride Halbleiterstruktur vorgeschlagen. Die zusammenge- 
setzte hybride Halbleiterstruktur enthalt ein Tragerplatten- 
substrat (11) mit einer Anzahl von mindestens zwei Trager- 
anschlufcflecken (13) und ein Halbleiterchip- oder Halble.ter- 
wafersubstrat (10) mit einer Anzahl vpn mindestens zwei 
Chipanschlufiflecken (16). Die Struktur ist gekennzeichnet 
durch je eine thermisch und elektrisch leitende Klebeschicht 
(13) auf der Oberflache des Tragerplattensubstrats (11) 
innerhalb der Bereiche der TrageranschluBflecken (13). 
wobei die genannten Substrate (10, 11) mit den genannten 
AnschluBflecken (13. 16) einander gegenuberliegend und in 
elektrisch leitender und mechanisch fester Verbmdung 
durch die genannten elektrisch leitenden Klebeschichten 
" (13 ) miteinander in Verbindung gebracht sind. 
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Beschreibung 
Stand der Technik 

5 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung 
einer hybriden Halbleiterstruktur nach der Gattung des 
Hauptanspruchs sowie eine hybride Haltleiterstruktur 
nach der Gattung des unabhangigen Patentanspruchs 7. 

Aus der US-PS 32 92 240 (siehe auch DE-PS io 
1 2 33 448) und aus der US-PS 33 03 393 sind bereits Ver- 
fahren zur Herstellung hybrider Halbleiterstrukturen 
nach der Gattung des Hauptanspruchs bekannt Die 
Kontaktierung eines Halbleiterchipsubstrats auf einem 
Tragerplattensubstrat wird hierbei jeweils durch Me- 15 
tallkugel-Kontakte gebildet, die mit den ChipanschluB- 
flecken des Halbleiterchipsubstrats einerseits und mit 
den zugehorigen TrageranschluBflecken des Trager- 
plattensubstrats andererseits jeweils unter Verwendung 
von Biei-Zinn-Weichlot verlotet werden. 20 

Eine Weiterbildung dieses bekannten Verfahrens der 
sogenannten FHp-Chip-Technologie besteht nach der 
US-PS 35 17 279 (siehe auch DE-AS 16 27 762) darin, 
daO auf die Metallkugeln verzichtet wird und auf die 
ChipanschluOflecken und/oder auf die TrageranschluB- 25 
flecken eine Weichlotschicht aufgebracht wird und die 
hybride Haltleiterstruktur allein mit Hilfe dieser Weich- 
lotschicht im Reflow-Solder- Verfahren zusammengelo- 
tet wird. 

Des weiteren ist es aus der DE-AS 16 14 374 bekannt, 30 
auf mindestens eincn Tcil der Obcrflache eines mit me- 
tallischen AnschluBflecken versehenen Halbleiterchip- 
substrats eine Passivierungsschicht aufzubringen. 

Ein Nachteil der bekannten Verfahren der Flip-Chip- 
Technologie besteht darin, daB es schwierig ist, das 35 
Weichlot auf die ChipanschluBflecken und/oder auf die 
TrageranschluBflecken in einer Menge aufzubringen 
und beim Aufschmelzen dort zu behalten, mit der einer- 
seits eine zuverlassige mechanische und elektrisch lei- 
tende Verbindung zwischen den betreffenden An- 40 
schluBflecken erreicht wird, andererseits ein KurzschluB 
einander benachbarter AnschluBflecken vermieden 
wird. Ein weiterer Nachteil besteht darin, daB bei groB- 
flachigen Halbleiterchip- oder Halbleiterwafersubstra- 
ten die hybride Halbleiterstruktur wegen der unter- 45 
schicdlichen thermischen Ausdehnung der beiden Sub- 
strate einer Scherbelastung ausgesetzt ist, die durch die 
starre Lotverbindung der beiden Substrate bedingt isu 

Vorteile der Erfindung 50 

Das erfindungsgemaBe Verfahren mit den kennzeich- 
nenden Merkmalen des Hauptanspruchs hat demgegen- 
uber den Vorteil, daB infolge der Elastizitat der verwen- 
deten elektrisch leitenden Klebeschicht auch groBflachi- 55 
ge Halbleiterchip- oder Halbleiterwafersubstrate in ei- 
ner hybriden Halbleiterstruktur untergebracht werden 
konnen, ohne daB dabei bei der fertigen hybriden Halb- 
leiterstruktur Scherbelastungen auftreten, die durch die 
unterschiedliche thermische Ausdehnung der beiden 60 
Substrate bedingt sind. Besonders vorteilhafte Weiter- 
bildungen des Verfahrens nach dem Hauptanspruch er- 
geben sich aus den Unteranspruchen 2 bis 6. Eine nach 
dem erfindungsgemaBen Verfahren hergestellte hybride 
Halbleiterstruktur ist durch den unabhangigen Patent- 65 
anspruch 7 und durch den auf ihn zuruckbezogenen 
Unteranspruch 8 gekennzeichnet. 
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Zeichnung 

Anhand der Zeichnung wird die Erfindung naher er- 
lautert. Es zeigen: 

Fig. 1 einen Teil einer bekannten, in Flip-Chip-Tech- 
nologie ausgefiihrten hybriden Halbleiterstruktur in 
vereinfachter Darstellung im Schnitt, 

Pig. 2 einen Ausschnitt aus einer erfindungsgemaBen 
hybriden Halbleiterstruktur in perspektivischer Dar- 
stellung vor dem Aufsetzen des Halbleiterchip- oder 
Halbleiterwafersubstrats auf das Tragerplattensubstrat. 

Fig. 3 eine Schnittdarstellung eines fur die Kontaktie- 
rung vorbereiteten Tragerplattensubstrats, 

Fig. 4a eine Schnittdarstellung eines fur die Kontak- 
tierung vorbereiieten, als Diode ausgebildeten Halblei- 
terchipsubstrats, 

Fig. 4b das Halbleiterchipsubstrat nach Fig. 4a in der 
Draufsicht, entlang der Symmetrielinie abgeschnitten. 

Fig. 5 eine Draufsicht eines fur die Kontaktierung 
vorbereiteten, als Transistor ausgebildeten Halbleiter- 
chipsubstrats, 

Fig. 6 eine schematisrhe Schnittdarstellung einer er- 
findungsgemaBen hybriden Halbleiterstruktur, bei der 
die beiden Substrate mit ihren AnschluBflecken relativ 
zueinander ausgerichtet und miteinander verklebt sind. 

Beschreibung der Erfindung 

Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt aus der aus der US-PS 
33 03 393 bekannten, in Flip-Chip-Technologie ausge- 
fiihrten hybriden Halbleiterstruktur. Die Kontaktierung 
des Halbleiterchipsubstrats 10 auf dem Tragerplatten- 
substrat II ist hierbei durch Metallkugel-Kontakte 12 
gebildet, die an den in Fig. 1 nicht dargestellten metalli- 
schen AnschluBflecken des Halbleiterchipsubstrats 10 
angebracht sind. Die Metallkugel-Kontakte 12, die aus 
Blei-Zinn-Weichlot bestehen, sind mit den nicht darge- 
stellten metallischen ChipanschluBflecken des Halblei- 
terchipsubstrats 10 und mit den zugeordneten metalli- 
schen TrageranschluBflecken 13 des Tragerplattensub- 
strats 11 unter Verwendung von Blei-Zinn-Weichlot 
verlotet. Die metallischen TrageranschluBflecken 13 
stellen jeweils den Endbereich einer Leiterbahn 14 eines 
Schaltungsmusters dar, das auf das Tragerplattensub- 
strat 1 1 aufgebracht ist. 

Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt aus einer erfindungsge- 
maBen hybriden Halbleiterstruktur in perspektivischer 
Darstellung vor dem Aufsetzen des Halbleiterchip- oder 
Halbleiterwafersubstrats. iO auf das TragerPlattensub- 
strat 11, das in Pfeiirichtung A der Fig. 2 erfolgt Mit 
gestricheltem Linienzug 10a ist hierbei auf dem Trager- 
plattensubstrat 11 diejenige Stelle angedeutet, auf der 
das Halbleiterchip- oder Halbleiterwafersubstrat 10 
beim Aufkleben auf das Tragerplattensubstrat 1 1 posi- 
tioniert wird. Das Substrat 10 gemaB Fig. 2 weist an 
seiner Unterseite eine Anzahl von ChipanschluBflecken 
16 auf, die in Fig. 2 ebenfalls gestrichelt angedeutet sind. 
Auf die die genannten ChipanschluBflecken 16 aufwei- 
sende Unterseite des Substrats 10 ist im Bereich auBer- 
halb der AnschluBflecken 16 eine in Fig. 2 nicht darge- 
stellte Passivierungsschicht aufgebracht. Die Trageran- 
schluBflecken auf dem Trager-Plattcnsubstrat 11 sind in 
Fig. 2 wieder mit 13, die zugeordneten Leiterbahnen 
wieder mit 14 bezeichnet Als Bestandteil eines Schal- 
tungsmusters des Tragerplattensubstrats 11 ist in Fig. 2 
bei 17 beziehungsweise 18 ein Dickschichtwiderstand 
beziehungsweise ein Dunnschichtwiderstand angedeu- 
tet. Auf das das Schaltungsmuster aufweisende Trager- 
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plattensubstrat 11 ist im Bereich auBerhalb der Trager- 
anschluBflecken 13 eine in Fig. 2 nicht dargestellte Pas- 
sivierungsschicht aufgebracht. Urn die elektrisch leiten- 
de Verbindung zwischen den metallischen AnschluB- 
flecken 16 des Halbleiterchip- oder Halbleiterwafersub- 
strais 10 und den metallischen AnschluBflecken 13 des 
Tragerplattensubstrats 11 herstellen zu konnen.sind auf 
die AnschluBflecken 13 jeweils elektrisch leitende Kle- 
beschichten 13' aufgebracht, die im Siebdruckverfahren 
hergestellt worden sind 

Beim Aufsetzen des Halbleiterchip- oder Halbleiter- 
wafersubstrats 10 auf das Tragerplattensubstrat 11 in 
der in Fig. 2 gestrichelt angedeuteten Lage wird die 
mechanisch feste und elektrisch leitende Verbindung 
zwischen den metallischen ChipanschiuBflecken 16 des 
Substrats 10 und den metallischen TrageranschluBflek- 
ken 13 des Substrats 11 dadurch hergestellt. daB die 
genannten AnschluBflecken 16 und 13 mittels der im 
Siebdruckverfahren aufgebrachten Klebeschichten 13' 
miteinander verklebt werden. 

In Fig. 3 ist ein Schnitt durch das Tragerplattensub- 
strat 1 1 der Fig. 2 dargestelll, der zwei einander benach- 
barte TrageranschluBflecken 13 schneidet. Im Bereich 
auBerhalb der TrageranschluBflecken 13 ist auf das Tra- 
gerplattensubstrat 11 ganzflachig eine Passivierungs- 
schicht 40 aufgebracht. Auf das das Schaltungsmuster 
tragende, mit der Passivierungsschicht 40 versehene 
Tragerplattensubstrat 11 sind selektiv im Bereich der 
TrageranschluBflecken 13 die elektrisch leitenden Kle- 
beschichten 13' im Siebdruckveriahren aufgebracht 
worden. Man erkennt, daB die Klebeschichten 13' die 
TrageranschluBflecken 13 jeweils nicht vollstandig ab- 
decken. 

Der Aufbau eines bei dem erfindungsgemaBen Ver- 
fahren einsetzbaren Halbleiterchip- oder Halbleiterwa- 
fersubstrats 10 wird zunachst anhand der Fig. 4a und 4b 
am Ausfuhrungsbeispiel eines Halbleiterchipsubstrats 
erlautert, das als in Planartechnik ausgefuhrte Diode 
ausgebildet ist. Die Erfindung ist jedoch keineswegs auf 
ein Verfahren zur Herstellung einer hybriden Halblei- 
terstruktur mit einem derart ausgebildeten Halbleiter- 
chipsubstrat beschrankt. Die Erfindung ist vielmehr da- 
zu geeignet und dient dem Zweck, die bekannten Ver- 
fahren der Flip-Chip- Technoiogie so abzuwandeln, daB 
sie auf hybride Halbleiterstrukturen ausgedehnt werden 
konnen, die besonders groBflachige Halbleiterchip- 
oder Halbleiterwafersubstrate wie beispielsweise auch 
Transistoren, intergrierte Schaltungen, SCRs enthalten. 

In einen scheibenformigen, aus einkristallinem Silici- 
um bestehenden Halbleiterkorper 19 vom n-Leitfahig- 
keitstyp — eine inverse Schichtenfolge ist ebenfalls 
denkbar — ist von seiner Oberseite her eine p-leitende 
Anodenzone 20 und urn diese Anodenzone herum eine 
n + -dotierte ringformige Kathodenzone 21 eindiffun- 
diert. Als Folge dieser Diffusionsprozesse ist an der ge- 
nannten Oberseite des Halbleiterkorpers 19 eine Silici- 
umdioxidschicht 23 ausgebildet. Zur Kontaktierung der 
Anodenzone 20 und der Kathodenzone 21 sind in die 
Siliciumdioxidschicht 23 Kontaktfenster 24 beziehungs- 
weise 25 eingeatzt. Das Kontaktfenster 25 umgibt hier- 
bei das Kontaktfenster 24 ringformig. Aui die Anoden- 
zone 20 ist im Bereich des Kontaktfensters 24 eine Me- 
tallisierung 26 aufgebracht. auf die Kathodenzone 21 im 
Bereich des ringformig ausgebildeten Kontaktfensters 
25 eine Metallisierung 27. Die Metallisierungen 26, 27 
erstrecken sich an ihren Randern ein wenig auch uber 
die Siliciumdioxidschicht 23. Die Metallisierungen 26, 27 
kdnnen aus Metallen wie Aluminium, Nickel oder Gold 



oder aus Legierungen dieser Metalle mit anderen Me- 
tallen bestehen. Eine besonders geeignete Legierung 
besteht hierbei aus einer Aluminium-Nickel-Silber- Le- 
gierung. 

5 Auf den mit der Siliciumdioxidschicht 23 und den Me- 
tallisierungen 26, 27 versehenen Halbleiterkorper 19 ist 
zum Beispiel mit Hilfe der Fotomaskierungstechnik eine 
Passivierungsschicht 28 aufgebracht worden. Die Passi- 
vierungsschicht 28 dient zur zusatzlichen Passivierung 
io der Teile der Siliciumdioxidschicht 23. die nicht von den 
Metallisierungen 26, 27 bedeckt werden, und auBerdem 
zur Definition der Flachenausdehnung der Chipan- 
schiuBflecken 16, indem diejenigen Oberflachenberei- 
che der Metallisierungen 26, 27. die nicht fur den auBe- 
15 ren ChipanschluB herangezogen werden sollen, durch 
die Passivierungsschicht 28 abgcdcckt werden. Die nicht 
durch die Passivierungssicht 28 abgedeckten Teile der 
Metallisierungen 26. 27 stellen also die ChipanschiuB- 
flecken 16dar. 

20 In Fig. 5 ist ein fur die Kontaktierung vorbereitetes, 
als Transistor ausgebildetes Halbleiterchipsubstrat 10 in 
der Draufsicht dargestellt. Auch hier werden die Chip- 
anschiuBflecken 16 mit Hilfe einer Passivierungsschicht 
28 als durch die Passivierungsschicht nicht abgedeckte 
25 Teilbereiche von Metallisierungen definiert, mit denen 
die entsprechenden Zonen (Emitter, Basis und Kollek- 
tor) des Transistors kontaktiert sind. 

Die Herstellung der erfindungsgemaBen hybriden 
Halbleiterstruktur geschieht in folgender Weise: 
30 Auf das mit dem Schaltungsmuster und der Passivie- 
rungsschicht 40 versehene Tragerplattensubstrat 11 
werden zuerst mit Hilfe des Siebdruckverfahrens inner- 
halb der Bereiche der TrageranschluBflecken 13 elek- 
trisch leitende Klebeschichten 13' aufgebracht. Dann 
35 wird auf das so vorbereitete Tragerplattensubstrat 11 
das Halbleiterchip- oder Halbleiterwafersubstrat 10 
derart aufgesetzt, daB die ChipanschiuBflecken 16 mit 
den TrageranschluBflecken 13 mittels der Klebeschich- 
ten 13' in Beruhrung kommen. Durch Aneinanderdruk- 
40 ken der beiden Substrate 10. 11 werden die Chipan- 
schiuBflecken 16 mit den TrageranschluBflecken 13 mit 
Hilfe der Klebeschichten 13' verklebt (Fig. 6). 

Die nassen Klebeschichten 13' werden durch den 
Aufsetzdruck des "face-down"-montierten Halbleiter- 
45 chipsubstrats 10 so weit verbreitert, daB die gesamten 
Oberflachen der AnschluBflecken 13, 16 benetzt wer- 
den, ohne daB dabei ein ausreichender Abstand zu po- 
tentialfremden AnschluBflecken unterschritten wird. 
Nach dem Ausharten der Klebeschichten V3' kann da- 
50 mit eine hinreichend geringe Schichtdicke (zum Beispiel 
d = 45 urn bei kreisformigem AnschluBfleck mit r 
> 280 urn) mit einem fur Halbleiter typischen Rth < 1,3 
K/W realisiert werden. 

Dem Aufsetzdruck wirkt die Kohasion des nassen 
55 Leitklebers entgegen. Diese Wirkung kann bei wenig- 
poligen Bauelementen (zum Beispiel Dioden, Transisto- 
ren) durch zusatzliche Blindkontakte vergroBert und 
stabilisiert werden, wenn die AnschluBflecken 16 bezie- 
hungsweise 13 nicht gleichmaBig uber die Oberflache 
60 des Halbleiterchip- oder Halbleiterwafersubstrats 10 
beziehungsweise des Tragerplattensubstrats 11 verteilt 
sein sollten und deshalb die Gefahr besteht, daB sich die 
beiden Substrate 10, 11 beim Aneinanderdriicken ver- 
kanten. Die Blindkontakte bestehen darin, daB auBer 
65 den zur Kontaktierung dienenden Klebeschichten 13' 
auf die Oberflache des Tragerplattensubstrats 11 im Be- 
reich auBerhalb der TrageranschluBflecken 13 noch eine 
oder mehrere wcitcre Klebeschichten 130' aufgebracht 
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werden (Fig. 6), die gemeinsam mit den Klebeschichten 
13' im Siebdruckverfahren hergestellt werden. Die so 
gebildeten Blindkontakte wirken dann beim Aneinan- 
c -njcken der beiden Substrate wie Abstandshalter, so 

in gleichmaBig liber die Gesamiheit der Komakte 5 
Iter Aufsetzdruck entsteht. AuBerdem entstehen 
c i die Blindkontakte zusatzliche Ubergangsstellen 
z.- Varmeableitung. 

3ei wenigpoligen Bauelementen ist der durch die mi- 
nr>alen GroBen der AnschluQflecken und Abstande 10 
\ -egebene Flachenbedarf zwar geringfugig groBer 
«. ; ei bisherigen "face-up w -montierten Halbleitern, bei 
b .—jcksichtigung der dabei erforderlichen Bondverbin- 
dwgen aber wesentlich kleiner. Bei vielpoligen Bauele- 
rrrnten konnen die AuBenanschliisse bei entsprechen- 15 
dem IC- Design matrixformig uber die Oberflache ver- 
te «t angeordnet werden. Dann ist der Platzbedarf im 
\ -^leich zu peripher angeordneten "Bondpads" erheb- 
l »eringer und nur noch durch die auf dem Substrat 
r ^he AnschluBdichte der Leiterbahnen bestimmt. 20 

j Tragerplattensubstrat 11 kann aus Aluminium- 
o (AI2O3) oder aus Aluminiumnitrid (AIN) oder aus 
C.uS oder aus jeder geeigneten Schichtstruktur (zum 
Beispiel Tape on Substrate, Multilayer), mit der eine 
hinreichend ebene Oberflache erzeugt werden kann, be- 25 
stehen. 

Patenianspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung einer hybriden Halb- 30 
leiterstruktur mit einem Tragerplattensubstrat (11), 
einer Anzahl von mindestens zwei TrageranschluB- 
flecken (13) auf einer Oberflache des Tragerplat- 
tensubstrats (11), einem Haltleiterchip- oder Halb- 
leiterwafersubstrat (10), einer Anzahl von minde- 35 
stens zwei ChipanschluBflecken (16) auf einer 
Oberflache des Halbleiterchip- oder Halbleiterwa- 
fersubstrats (10), gekennzeichnet durch die folgen- 
den Verfahrensschritte: 

a) Selektives Aufbringen je einer thermisch 40 
und elektrisch leitenden Klebeschicht (13') auf 
die Oberflache des Tragerplattensubstrats (1 1) 
innerhalb der Bereiche der TrageranschluB- 
flecken (13), 

b) Ausrichten der Oberflachen der beiden ge- 45 
nannten Substrate (11, 10) relativ zueinander 
derart, daB ihre jeweiligen AnschluBflecken 
(13. 16) einander zugewandt sind und miteinan- 
der mindestens annahernd fluchten, 

c) Aneinanderdrucken der beiden Substrate 50 
(11, 10) derart, daB die jeweils mit der ther- 
misch und elektrisch leitenden Klebeschicht 
(13') versehenen TrageranschluBflecken (13) 
des Tragerplattensubstrats (11) gegen die 
ChipanschluBflecken (16) des Halbleiterchip- 55 
oder Halbleiterwafersubstrats (10) gedruckt 
werden, urn dadurch die AnschluBflecken (13, 
16) der beiden Substrate (11, 10) derart elek- 
trisch aneinander anzuschlieBen, daB eine 
elektrisch leitende und mechanisch feste Ver- 60 
bindung zwischen den TrageranschluBflecken 
(13) und den ChipanschluBflecken (16) gebildet 
wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB das selektive Aufbringen der ther- 65 
misch und elektrisch leitenden Klebeschicht (13') 
auf die TrageranschluBflecken (13) im Siebdruck- 
verfahren erfolgu 
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3. Verfahren nach Anspruch I oder 2. dadurch ge- 
kennzeichnet. daB es den Schritt der Bildung einer 
Passivierungsschicht (40) auf der genannten Ober- 
flache des Tragerplattensubstrats (11) einschlieBt, 
wobei die TrageranschluBflecken (13) frei von der 
Passivierungsschicht (40) bleiben, und daB anschlie- 
Bend der genannte Schritt des selektiven Aufbrin- 
gens der elektrisch leitenden Klebeschicht (13') auf 
die TrageranschluBflecken (13) erfolgt. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB es den Schritt der Bildung einer 
Passivierungsschicht (28) auf der genannten Ober- 
flache des Halbleiterchip- oder Halbleiterwafer- 
substrats (10) einschlieBt, wobei die ChipanschluB- 
flecken (16) frei von der Passivierungsschicht (28) 
bleiben, und daB anschlieBend der genannte Schritt 
des Ausrichtens der Oberflachen der beiden ge- 
nannten Substrate (11, 10) relativ zueinander er- 
folgL 

5. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Passivierungsschicht (40) eine 
Glasschicht, vorzugsweise eine Phosphorglas- 
schicht, oder eine Polymerschicht ist. 

6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Passivierungsschicht (28) eine 
Glasschicht, vorzugsweise eine Siliziumdioxid- 
schicht, oder eine Siliziumnitridschicht oder eine 
Polymerschicht, vorzugsweise eine Polyimid- 
schicht, ist. 

7. Zusammengesetzte hybride Halbleiterstruktur 
mit einem Tragerplattensubstrat (11), einer Anzahl 
von mindestens zwei TrageranschluBflecken (13) 
auf einer Oberflache des Tragerplattensubstrats 
(11), einem Halbleiterchip- oder Halbleiterwafer- 
substrat (10), einer Anzahl von mindestens zwei 
ChipanschluBflecken (16) auf einer Oberflache des 
Haltleiterchip- oder Halbleiterwafersubstrats (10), 
gekennzeichnet durch je eine thermisch und elek- 
trisch leitende Klebeschicht (13') auf der Oberfla- 
che des Tragerplattensubstrats (11) innerhalb der 
Bereiche der TrageranschluBflecken (13), wobei die 
genannten Substrate (10, 11) mit den genannten 
AnschluBflecken (13, 16) einander gegeniiberlie- 
gend und in elektrisch leitender und mechanisch 
fester Verbindung durch die genannten elektrisch 
leitenden Klcbeschichten (t3') miteinander in Ver- 
bindung gebracht sind. 

8. Struktur nach Anspruch 7, gekennzeichnet durch 
mindestens eine weitere thermisch und elektrisch 
leitende Klebeschicht (130') auf der Oberflache des 
Tragerplattensubstrats (11) auBerhalbder Bereiche 
der TrageranschluBflecken (13) zur Verbesserung 
der mechanisch festen Verbindung der genannten 
Substrate (10, 11) und zur Verbesserung der War- 
meableitung. 



Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 



ENSDOCID <DE 



4C323S-7A1_L> 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 



Nummer: 
Int. CI. 5 : 

Offenlegungstag: 



OE 40 32 397 A1 
H 01 L 21/60 

16. April 1992 






E\SC3CiD <CE . 



ZEICHNUNGEN SEITE 2 



Nummer: 
Int. CI. 5 : 

Otfenlegungstag: 



DE 40 32 397 A1 
H01L 21/60 

16 April 1992 




208 016/249 



BNSDOCID <DE. 



A0323?7A1 J„> 



ZEICHNUNGEN SEITE 3 Nummer- DE 40 32 397 A1 

Int. CI. 5 : H 01 L 21/60 

Offenlegungstag: 16. April 1992 




--OE 



403S397A1..I > 



